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晶片加工工

国家职业标准

（征求意见稿）

1. 职业概况

1.1 职业名称

晶片加工工①

1.2 职业编码

6-25-02-04

1.3 职业定义

操作晶体生长设备，制备生长晶锭，并加工晶片的人员。

1.4 职业技能等级

本职业共设五个等级，分别为五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二

级/技师、一级/高级技师。

1.5 职业环境条件

室内，恒温、恒湿的洁净环境。

1.6 职业能力特征

具有一定的学习、分析、判断和推理能力；能够进行语言及文字表达；色觉、

视觉、听觉、嗅觉正常；手指、手臂灵活，动作协调。

1.7 普通受教育程度

初中毕业。

1.8 职业培训要求

1.8.1 培训参考时长

五级/初级工不少于200标准学时，四级/中级工不少于160标准学时，三级/高

级工不少于120标准学时，二级/技师不少于80标准学时，一级/高级技师不少于80

标准学时。

1.8.2 培训教师

培训五级/初级工、四级/中级工的教师应具有本职业三级/高级工及以上职业

①
本职业包含但不限于下列工种：晶体制备工、晶体切割工、硅片研磨工、硅晶片抛光工。
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资格（技能等级）证书或相关专业中级及以上专业技术职务任职资格；培训三级/

高级工的教师应具有本职业二级/技师及以上职业资格（技能等级）证书或相关专

业中级及以上专业技术职务任职资格；培训二级/技师的教师应具有本职业一级/

高级技师职业资格（技能等级）证书或相关专业高级专业技术职务任职资格；培

训一级/高级技师的教师应具有本职业一级/高级技师职业资格（技能等级） 证书

2年以上或相关专业高级专业技术职务任职资格2年以上。

1.8.3 培训场所设备

理论知识培训在标准教室或计算机机房进行，操作技能培训在晶片加工生产

现场或具有晶片加工相关设备、仪器仪表的实验室或实训室内进行。操作技能培

训场所配备必需的设备、用具和相关材料。

1.9 职业技能评价要求

1.9.1 申报条件

1.具备以下条件之一者，可申报五级/初级工：

（1）年满16周岁，拟从事本职业或相关职业
②
工作。

（2）年满16周岁，从事本职业或相关职业工作。

2.具备以下条件之一者，可申报四级/中级工：

（1）累计从事本职业或相关职业工作满5年。

（2）取得本职业或相关职业五级/初级工职业资格（职业技能等级）证书后，

累计从事本职业或相关职业工作满3年。

（3）取得本专业
③
或相关专业

④
的技工院校或中等及以上职业院校、专科及以

上普通高等学校毕业证书（含在读应届毕业生）。

3.具备以下条件之一者，可申报三级/高级工：

（1）累计从事本职业或相关职业工作满10年。

（2）取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格（职业技能等级）证书后，

累计从事本职业或相关职业工作满4年。

②
相关职业：半导体芯片制造工、真空电子器件零件制造及装调工、电池制造工、光伏组件

制造工。
③
本专业：电子材料与元器件制造、电子信息技术、电子信息工程技术、应用电子技术、电

子产品制造技术、微电子技术与器件制造、微电子技术、集成电路技术。
④
相关专业：集成电路类专业、电子信息类专业、材料类专业、电气类专业、机电设备类专

业、自动化类专业、新能源发电工程类专业、非金属材料类专业、物理类专业。
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（3）取得符合专业对应关系的初级职称（专业技术人员职业资格）后，累计

从事本职业或相关职业工作满1年。

（4）取得本专业或相关专业的技工院校高级工班及以上毕业证书（含在读应

届毕业生）。

（5）取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格（职业技能等级）证书，

并取得高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业毕业证书（含

在读应届毕业生）。

（6）取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相

关专业的毕业证书（含在读应届毕业生）。

4.具备以下条件之一者，可申报二级/技师：

（1）取得本职业或相关职业三级/高级工职业资格（职业技能等级）证书后，

累计从事本职业或相关职业工作满5年。

（2）取得符合专业对应关系的初级职称（专业技术人员职业资格）后，累计

从事本职业或相关职业工作满5年，并在取得本职业或相关职业三级/高级工职业

资格（职业技能等级）证书后，从事本职业或相关职业工作满1年。

（3）取得符合专业对应关系的中级职称（专业技术人员职业资格）后，累计

从事本职业或相关职业工作满1年。

（4）取得本职业或相关职业三级/高级工职业资格（职业技能等级）证书的

高级技工学校、技师学院毕业生，累计从事本职业或相关职业工作满2年。

（5）取得本职业或相关职业三级/高级工职业资格（职业技能等级）证书满2

年的技师学院预备技师班、技师班学生。

5.具备以下条件之一者，可申报一级/高级技师：

（1）取得本职业或相关职业二级/技师职业资格（职业技能等级）证书后，

累计从事本职业或相关职业工作满5年。

（2）取得符合专业对应关系的中级职称后，累计从事本职业或相关职业工作

满5年，并在取得本职业或相关职业二级/技师职业资格（职业技能等级）证书后，

从事本职业或相关职业工作满1年。

（3）取得符合专业对应关系的高级职称（专业技术人员职业资格）后，累计

从事本职业或相关职业工作满1年。
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1.9.2 评价方式

分为理论知识考试、操作技能考核以及综合评审。理论知识考试以笔试、机

考等方式为主，主要考核从业人员从事本职业应掌握的基本要求和相关知识要求；

技能考核主要采用现场操作、模拟操作等方式进行，主要考核从业人员从事本职

业应具备的技能水平；综合评审主要针对技师和高级技师，通常采取审阅申报材

料、答辩等方式进行全面评议和审查。

理论知识考试、技能考核和综合评审均实行百分制，成绩皆达60分（含）以

上者为合格。

1.9.3 监考人员、考评人员与考生配比

理论知识考试中的监考人员与考生配比不低于1:15，且每个考场不少于2名监

考人员；技能考核中的考评人员与考生配比1:5，且考评人员为3人（含）以上单

数；综合评审委员为3人（含）以上单数。

1.9.4 评价时长

理论知识考试时间不少于90min。操作技能考核时间：五级/初级工不少于

60min，四级/中级工不少于90min，三级/高级工不少于120min，二级/技师不少于

120min，一级/高级技师不少于120min。综合评审时间不少于30min。

1.9.5 评价场所设备

理论知识考试在标准教室或计算机机房进行；操作技能考核在晶片加工工厂

的生产现场、实验室或实训室进行，按不同工种考核要求配备相应的设备、工具

和材料；综合评审在配备多媒体设备的室内或工作现场进行。
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2． 基本要求

2.1 职业道德

2.1.1 职业道德基本知识

2.1.2 职业守则

（1）遵章守纪，安全生产。

（2）爱岗敬业，诚实守信。

（3）严谨细致，专注负责。

（4）工匠精神，精益求精。

（5）团结协作，主动配合。

（6）锐意进取，勇于创新。

2.2 基础知识

2.2.1 半导体材料基础知识

（1）半导体材料结构基础知识。

（2）半导体材料力学基础知识。

（3）半导体材料光学基础知识。

（4）半导体材料热学基础知识。

2.2.2 电工电子基础知识

（1）常用电子元器件基础知识。

（2）电工电子技术基础知识。

（3）常用电子测量仪器基础知识。

2.2.3 化学基础知识

（1）物质结构基础知识。

（2）化合物基础知识。

（3）化学反应基础知识。

（4）酸碱盐基础知识。

2.2.4 安全生产和环境保护知识

（1）劳动保护基本知识。

（2）化学品安全知识。

（3）有毒有害物质的防护知识。
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（4）易燃易爆气体安全知识。

（5）安全用电相关知识。

（6）环境保护相关知识。

2.2.5 质量知识

（1）质量管理体系基础知识。

（2）质量保证措施与要求。

2.2.6 相关法律、法规知识

（1）《中华人民共和国劳动法》相关知识。

（2）《中华人民共和国劳动合同法》相关知识。

（3）《中华人民共和国安全生产法》相关知识。

（4）《中华人民共和国产品质量法》相关知识。

（5）《中华人民共和国计量法》相关知识。

（6）《中华人民共和国环境保护法》相关知识。

（7）《中华人民共和国保守国家秘密法》相关知识。

（8）《中华人民共和国知识产权法》相关知识。
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3. 工作要求

本标准对五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/

高级技师的技能要求和相关知识要求依次递进，高级别涵盖低级别的要求。

3.1 五级/初级工

晶体制备工考核1、2、3项（或1、2、4项）职业功能，晶体切割工考核1、2、

5、6、7项职业功能，硅片研磨工考核1、2、8、9、10项职业功能，硅晶片抛光工

考核1、2、11项职业功能。

职业功能 工作内容 技能要求 相关知识要求

1.材料检

查

1.1 化学品

检查

1.1.1 能核对化学品是否与标

准操作规程相符

1.1.2 能检查化学品的有效期

限

1.1.1 常用化学品的种类

1.1.2 化学品领取要求

1.1.3 化学品使用安全规范

1.2 工艺气

体检查

1.2.1 能检查气体压力是否在

安全范围内

1.2.2 能检查气体的有效期限

1.2.1 气体压力值的读取方法

1.2.2 气体有效期限的检查方

法

1.3 原料检

查

1.3.1 能核对原料包装、型号、

数量

1.3.2 能核对原料参数

1.3.1 原料的明细列表

1.3.2 材料的技术参数

2.材料与

器具清洗

2.1 洁净环

境维护

2.1.1 能按标准操作规程着装

及穿戴洁净防护用品

2.1.2 能按标准操作规程通过

风淋进入相应的洁净区

2.1.1 净化服的穿戴规范

2.1.2 净化防护用品的保管要

求

2.1.3 洁净区操作人员的行为

规范

2.2 器具清

洁处理

2.2.1 能正确选择清洗液进行

器具清洁

2.2.2 能利用化学品完成器具

的洁净处理

2.2.3 能对清洁后的工艺器具

进行干燥处理

2.2.1 器具清洁所用清洗液的

种类

2.2.2 器具清洁处理的要求

2.3 原料清

洁处理

2.3.1 能选择合适的化学品对

原料进行清洗

2.3.2 能利用化学品完成原料

的洁净处理

2.3.1 生产中材料清洁常用的

清洗液种类

2.3.2 材料清洁处理的原则

2.3.3 材料清洁处理的要求
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3.晶体制

备（直拉

法）

3.1 熔硅工

艺操作

3.1.1 能识别直拉法单晶生长

工艺所需要的杂质、籽晶等原

料

3.1.2 能将清洁后的原料放置

到直拉单晶炉指定的位置

3.1.3 能按标准操作规程选择

熔硅工艺的作业程序

3.1.4 能发现熔硅设备的异常

现象

3.1.1 多晶硅、杂质及籽晶的作

用

3.1.2 装炉的要求

3.1.3 熔硅工艺的操作规范

3.1.4 熔硅工艺的主要参数

3.1.5 直拉法单晶生长工艺中

氩气的作用

3.1.6 熔硅的方法

3.2 拉晶工

艺操作

3.2.1 能按标准操作规程选择

拉晶工艺的作业程序

3.2.2 能识读直拉单晶炉的运

行参数

3.2.3 能发现直拉单晶炉的异

常现象

3.2.1 拉晶工艺的操作规范

3.2.2 拉晶工艺的主要参数

3.2.3 拉晶工艺的流程

3.3 质量检

查

3.3.1 能目测晶锭的外观形

状，并判断是否符合要求

3.3.2 能估测晶锭的直径尺寸

3.3.1 晶锭目检检验规范

3.3.2 晶锭的规格型号

3.4 工艺记

录填写

3.4.1 能填写直拉法单晶生长

工艺流程单，包括生产信息管

理系统的信息录入

3.4.2 能保存直拉单晶炉自动

记录的文档

3.4.1 直拉法制备单晶工艺记

录填写与录入要求

3.4.2 电子文档的保护要求

4.晶体制

备（区熔

法）

4.1 区熔工

艺操作

4.1.1 能识别区熔法单晶生长

工艺所需要的杂质、籽晶等原

料

4.1.2 能将清洁后的原料放置

到区熔单晶炉指定的位置

4.1.3 能按标准操作规程选择

区熔法单晶生长工艺的作业程

序

4.1.4 能识读区熔单晶炉的运

行参数

4.1.5 能发现区熔单晶炉的异

常现象

4.1.1 多晶硅、杂质及籽晶的作

用

4.1.2 装炉的要求

4.1.3 区熔法单晶生长工艺的

操作规范

4.1.4 区熔法单晶生长工艺的

主要参数

4.1.5 区熔工艺的加热方法

4.2 质量检

查

4.2.1 能目测晶锭的外观形

状，并判断是否符合要求

4.2.2 能估测晶锭的直径尺寸

4.2.1 晶体目检检验规范

4.2.2 晶锭的规格型号

4.3 工艺记

录填写

4.3.1 能填写区熔法单晶生长

工艺流程单，包括生产信息管

理系统的信息录入

4.3.2 能保存区熔单晶炉自动

记录的文档

4.3.1 区熔法制备单晶工艺记

录填写与录入要求

4.3.2 电子文档的保护要求
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5.晶锭整

形

5.1 滚磨工

艺操作

5.1.1 能将晶锭放置到滚磨机

指定的位置

5.1.2 能按标准操作规程选择

滚磨工艺的作业程序

5.1.3 能识读滚磨设备运行参

数

5.1.4 能发现滚磨设备的异常

现象

5.1.1 滚磨机安全操作规程

5.1.2 滚磨工艺的操作规范

5.1.3 滚磨工艺的主要参数

5.1.4 滚磨的目的

5.1.5 滚磨的方法

5.2 截断工

艺操作

5.2.1 能将晶锭放置到截断机

指定的位置

5.2.2 能按标准操作规程选择

截断工艺的作业程序

5.2.3 能识读截断设备运行参

数

5.2.4 能发现截断设备的异常

现象

5.2.1 截断机安全操作规程

5.2.2 截断工艺的操作规范

5.2.3 截断工艺的主要参数

5.2.4 截断的目的

5.2.5 截断工艺方法

5.2.6 去头尾的目的

5.3 质量检

查

5.3.1 能目测晶锭的外观形

状，并判断是否符合要求

5.3.2 能估测整形后晶锭的直

径尺寸和长度

5.3.1 晶锭目检检验规范

5.3.2 晶锭的规格型号

5.4 工艺记

录填写

5.4.1 能填写整形工艺流程

单，包括生产信息管理系统的

信息录入

5.4.2 能保存整形设备自动记

录的文档

5.4.1 整形工艺记录填写与录

入要求

5.4.2 电子文档的保护要求

6.定位面

（槽）加工

6.1 定位面

（槽）加工

工艺操作

6.1.1 能将晶锭放置到定位面

（槽）加工设备指定的位置

6.1.2 能按标准操作规程选择

定位（槽）加工工艺的作业程

序

6.1.3 能识读定位面（槽）加

工设备运行参数

6.1.4 能发现定位面（槽）加

工设备的异常现象

6.1.1 定位面（槽）加工设备安

全操作规程

6.1.2 定位面（槽）加工工艺的

操作规范

6.1.3 定位面（槽）加工工艺的

主要参数

6.1.4 定位面（槽）加工的方法

6.2 质量检

查

6.2.1 能目检并描述定位面

（槽）形状

6.2.2 能估测定位面（槽）尺

寸

6.2.1 定位面（槽）目检检验规

范

6.2.2 定位面（槽）的作用

6.3 工艺记

录填写

6.3.1 能填写定位面（槽）加

工工艺流程单，包括生产信息

管理系统的信息录入

6.3.2 能保存定位面（槽）加

工设备自动记录的文档

6.3.1 定位面（槽）加工工艺记

录填写与录入要求

6.3.2 电子文档的保护要求
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7.晶体切

片

7.1 切片工

艺操作

7.1.1 能将晶锭粘贴到石墨衬

托板指定的位置

7.1.2 能按标准操作规程操作

定向设备

7.1.3 能按标准操作规程选择

切片工艺的作业程序

7.1.4 能识读切片机运行参数

7.1.5 能发现切片机的异常现

象

7.1.6 能按标准操作规程运行

脱胶作业程序

7.1.1 粘棒的操作规范

7.1.2 晶片定向操作规范

7.1.3 切片工艺的操作规范

7.1.4 切片工艺的主要参数

7.1.5 切片机安全操作规程

7.1.6 切片的方法

7.2 质量检

查

7.2.1 能目检并描述切割后晶

片的表面形貌

7.2.2 能估测切割后晶片的直

径尺寸和厚度

7.2.1 晶片目检检验规范

7.2.2 晶片直径与尺寸之间的

关系

7.2.3 晶片的规格型号

7.3 工艺记

录填写

7.3.1 能填写切片工艺流程

单，包括生产信息管理系统的

信息录入

7.3.2 能保存切片机自动记录

的文档

7.3.1 切片工艺记录填写与录

入要求

7.3.2 电子文档的保护要求

8.晶片倒

角

8.1 倒角工

艺操作

8.1.1 能将晶片放置到倒角机

指定的位置

8.1.2 能按标准操作规程选择

倒角工艺的作业程序

8.1.3 能识读倒角设备运行参

数

8.1.4 能发现倒角设备的异常

现象

8.1.1 倒角机安全操作规程

8.1.2 倒角工艺的操作规范

8.1.3 倒角工艺的主要参数

8.1.4 倒角的目的

8.1.5 倒角的方法

8.2 倒角质

量检查

8.2.1 能目检倒角后晶片的边

缘轮廓形貌

8.2.2 能估测倒角后晶片的直

径尺寸和厚度

8.2.1 晶片边缘轮廓目检方法

8.2.2 晶片直径与厚度之间的

关系

8.2.3 晶片的规格型号

8.3 工艺记

录填写

8.3.1 能填写倒角工艺流程

单，包括生产信息管理系统的

信息录入

8.3.2 能保存倒角设备自动记

录的文档

8.3.1 倒角工艺记录填写与录

入要求

8.3.2 电子文档的保护要求

9.晶片研

磨

9.1 磨片工

艺操作

9.1.1 能将晶片放置到磨片机

指定的位置

9.1.2 能按标准操作规程选择

磨片工艺的作业程序

9.1.3 能识读磨片设备运行参

数

9.1.4 能发现磨片设备的异常

9.1.1 磨片机安全操作规程

9.1.2 磨片工艺的操作规范

8.1.3 磨片工艺的主要参数

9.1.4 磨片的目的

9.1.5 磨片的方法
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现象

9.2 质量检

查

9.2.1 能目检并描述研磨后晶

片的表面形貌

9.2.2 能估测研磨后晶片的直

径尺寸和厚度

9.2.1 晶片目检检验规范

9.2.2 晶片直径与尺寸之间的

关系

9.2.3 晶片的规格型号

9.3 工艺记

录填写

9.3.1 能填写磨片工艺流程

单，包括生产信息管理系统的

信息录入

9.3.2 能保存磨片机自动记录

的文档

9.3.1 磨片工艺记录填写与录

入要求

9.3.2 电子文档的保护要求

10.晶片腐

蚀

10.1 腐蚀

工艺操作

10.1.1 能将晶片放置到腐蚀

设备指定的位置

10.1.2 能按标准操作规程选

择腐蚀工艺的作业程序

10.1.3 能识读腐蚀设备运行

参数

10.1.4 能发现腐蚀设备的异

常现象

10.1.1 腐蚀设备安全操作规程

10.1.2 腐蚀工艺的操作规范

10.1.3 腐蚀工艺的主要参数

10.1.4 腐蚀的目的

10.1.5 腐蚀的方法

10.2 质量

检查

10.2.1 能目检并描述腐蚀后

晶片的表面形貌

10.2.2 能估测腐蚀后晶片的

直径尺寸和厚度

10.2.1 晶片目检检验规范

10.2.2 晶片直径与尺寸之间的

关系

10.2.3 晶片的规格型号

10.3 工艺

记录填写

10.3.1 能填写腐蚀工艺流程

单，包括生产信息管理系统的

信息录入

10.3.2 能保存腐蚀设备自动

记录的文档

10.3.1 腐蚀工艺记录填写与录

入要求

10.3.2 电子文档的保护要求

11.晶片抛

光

11.1 抛光

工艺操作

11.1.1 能将晶锭放置到抛光

机指定的位置

11.1.2 能按标准操作规程选

择抛光工艺的作业程序

11.1.3 能识读抛光设备运行

参数

11.1.4 能发现抛光设备的异

常现象

11.1.5 能按标准操作规程选

择抛光后清洗工艺的作业程序

11.1.1 抛光机安全操作规程

11.1.2 抛光工艺的操作规范

11.1.3 抛光工艺的主要参数

11.1.4 抛光的目的

11.1.5 抛光的方式

11.1.6 常用的抛光液种类

11.1.7 抛光液、抛光垫的储存

方法

11.2 质量

检查

11.2.1 能目检并描述抛光片

的表面形貌

11.2.2 能估测抛光片的直径

尺寸和厚度

11.2.1 晶片目检检验规范

11.2.2 晶片直径与尺寸之间的

关系

11.2.3 晶片的规格型号
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11.3 工艺

记录填写

11.3.1 能填写抛光工艺流程

单，包括生产信息管理系统的

信息录入

11.3.2 能保存抛光设备自动

记录的文档

11.3.1 抛光工艺记录填写与录

入要求

11.3.2 电子文档的保护要求

3.2 四级/中级工

晶体制备工考核1、2、3项（或1、2、4项）职业功能，晶体切割工考核1、2、

5、6、7项职业功能，硅片研磨工考核1、2、8、9、10项职业功能，硅晶片抛光工

考核1、2、11项职业功能。

职业功能 工作内容 技能要求 相关知识要求

1.材料检

查

1.1 化学品

检查

1.1.1 能检查化学品的保存是

否符合工艺要求

1.1.2 能按标准操作规程处置

过期化学品

1.1.1 化学品的保存要求

1.1.2 过期化学品的处置方法

1.2 工艺气

体检查

1.2.1 能检查工艺气体流量是

否满足工艺要求

1.2.2 能检查气体管道是否存

在漏气现象

1.2.1 气体流量的读取方法

1.2.2 气体管道检漏的方法

1.3 原料检

查

1.3.1 能按检验规范检查原料

状态

1.3.2 能按检验规范检查原料

参数

1.3.1 材料检验规范

1.3.2 目检的方法

2.材料与

器具清洗

2.1 洁净环

境维护

2.1.1 能检查净化间的温湿度

2.1.2 能判断净化间内操作人

员行为规范是否符合要求

2.1.1 净化间温湿度要求

2.1.2 净化防护用品的作用

2.2 器具清

洁处理

2.2.1 能根据需要配制工艺器

具清洁处理需要的清洗液

2.2.2 能应用不同清洗液进行

材料和设备的清洗

2.2.3 能将清洁后的器具放置

到指定位置

2.2.4 能将清洁后的器具按净

化要求保存

2.2.1 器具清洗液的配制方法

2.2.2 工艺器具的放置要求

2.2.3 工艺器具的保管要求

2.3 原料清

洁处理

2.3.1 能根据需要配制原料清

洁处理需要的清洗液

2.3.2 能按标准操作规程设定

清洁操作流程

2.3.1 生产中常用材料清洗液

的成分

2.3.2 材料清洗液的配制方法

2.3.3 生产中常见的材料清洗

技术
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3.晶体制

备（直拉

法）

3.1 熔硅工

艺操作

3.1.1 能判断直拉法单晶生长

工艺所需要的杂质、籽晶等原

料是否符合要求

3.1.2 能按工艺文件要求选择

熔硅设备运行程序

3.1.3 能识别熔硅工艺运行过

程中的设备报警信息

3.1.4 能按工艺规范识别熔硅

工艺参数异常

3.1.1 多晶硅、杂质及籽晶的要

求

3.1.2 熔硅工艺文件

3.1.3 熔硅设备报警异常清单

3.1.4 熔硅工艺参数规范

3.2 拉晶工

艺操作

3.2.1 能按工艺文件要求选择

直拉单晶炉运行程序

3.2.2 能识别拉晶工艺运行过

程中的设备报警信息

3.2.3 能按工艺规范识别拉晶

工艺参数异常

3.2.1 直拉法单晶生长工艺文

件

3.2.2 直拉单晶炉报警异常清

单

3.2.3 拉晶工艺参数规范

3.2.4 直拉法制备单晶的过程

3.3 质量检

查

3.3.1 能发现晶锭表面的异

色、划伤、裂纹、破损等异常

3.3.2 能标注晶锭的头、尾

3.3.3 能检测晶锭的直径尺寸

3.3.1 晶体的表面检验要求

3.3.2 晶锭头尾的判断方法

3.3.3 晶体材料的物理参数

3.4 工艺记

录填写

3.4.1 能确认直拉法单晶生长

工艺记录信息与规范是否相符

3.4.2 能识别直拉法单晶生长

工艺记录异常信息

3.4.1 直拉法单晶生长工艺记

录规范

3.4.2 直拉法单晶生长工艺异

常信息清单

4.晶体制

备（区熔

法）

4.1 区熔工

艺操作

4.1.1 能判断区熔法单晶生长

工艺所需要的杂质、籽晶等原

料是否符合要求

4.1.2 能按工艺文件要求选择

区熔法单晶生长工艺设备运行

程序

4.1.3 能识别区熔法单晶生长

工艺运行过程中的设备报警信

息

4.1.4 能按工艺规范识别区熔

法单晶生长工艺参数异常

4.1.1 多晶硅、杂质及籽晶的要

求

4.1.2 区熔法单晶生长工艺文

件

4.1.3 区熔单晶炉报警异常清

单

4.1.4 区熔法单晶生长工艺参

数规范

4.1.5 区熔法制备单晶的过程

4.2 质量检

查

4.2.1 能发现晶锭表面的异

色、划伤、裂纹、破损等异常

4.2.2 能标注晶锭的头、尾

4.2.3 能检测晶锭的直径尺寸

4.2.1 晶体的表面检验要求

4.2.2 晶锭头尾的判断方法

4.2.3 晶体材料的物理参数

4.3 工艺记

录填写

4.3.1 能确认区熔法单晶生长

工艺记录信息与规范是否相符

4.3.2 能识别区熔法单晶生长

工艺记录异常信息

4.3.1 区熔法单晶生长工艺记

录规范

4.3.2 区熔法单晶生长工艺异

常信息清单
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5.晶锭整

形

5.1 滚磨工

艺操作

5.1.1 能判断晶锭的毛坯直径

尺寸

5.1.2 能按工艺文件要求选择

滚磨设备运行程序

5.1.3 能识别滚磨工艺运行过

程中的设备报警信息

5.1.4 能按工艺规范识别滚磨

工艺参数异常

5.1.1 晶锭的几何尺寸参数

5.1.2 滚磨工艺文件

5.1.3 滚磨设备报警异常清单

5.1.4 滚磨工艺参数规范

5.1.5 滚磨工艺过程

5.2 截断工

艺操作

5.2.1 能按工艺文件要求选择

截断设备运行程序

5.2.2 能识别截断工艺运行过

程中的设备报警信息

5.2.3 能按工艺规范识别截断

工艺参数异常

5.2.1 截断工艺文件

5.2.2 截断设备报警异常清单

5.2.3 截断工艺参数规范

5.2.4 截断工艺过程

5.2.5 去头尾的标准

5.3 质量检

查

5.3.1 能发现整形后晶锭表面

的异色、划伤、裂纹、破损等

异常

5.3.2 能检测整形后晶锭的直

径尺寸和长度

5.3.1 整形后晶锭的表面检验

要求

5.3.2 晶锭尺寸测量工具的使

用方法

5.3.3 晶体材料的物理参数

5.4 工艺记

录填写

5.4.1 能确认整形工艺记录信

息与规范是否相符

5.4.2 能识别整形工艺记录异

常信息

5.4.1 整形工艺记录规范

5.4.2 直拉法单晶生长工艺异

常信息清单

6.定位面

（槽）加

工

6.1 定位面

（槽）加工工

艺操作

6.1.1 能按工艺文件要求选择

定位面（槽）加工工艺设备运

行程序

6.1.2 能识别定位面（槽）加

工工艺运行过程中的设备报警

信息

6.1.3 能按工艺规范识别定位

面（槽）加工工艺参数异常

6.1.1 定位面（槽）加工工艺文

件

6.1.2 定位面（槽）加工设备报

警异常清单

6.1.3 定位面（槽）加工工艺参

数规范

6.1.4 定位面（槽）加工工艺过

程

6.1.5 定位面（槽）的作用

6.2 质量检

查

6.2.1 能发现晶锭定位面（槽）

的异常

6.2.2 能判断晶锭的头、尾

6.2.3 能检测定位面（槽）的

尺寸

6.2.1 定位面（槽）加工的质量

要求

6.2.2 定位面（槽）标识的含义

6.2.3 定位面（槽）测量工具的

使用方法

6.3 工艺记

录填写

6.3.1 能确认定位面（槽）加

工工艺记录信息与规范是否相

符

6.3.2 能识别定位面（槽）加

工工艺记录异常信息

6.3.1 定位面（槽）加工工艺记

录规范

6.3.2 定位面（槽）加工工艺异

常信息清单
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7.晶体切

片

7.1 切片工

艺操作

7.1.1 能判断粘棒位置是否符

合要求

7.1.2 能根据光点图识别晶向

7.1.3 能按工艺文件要求选择

切片工艺设备运行程序

7.1.4 能识别切片工艺运行过

程中的设备报警信息

7.1.5 能按工艺规范识别切片

工艺参数异常

7.1.6 能按标准操作规程清洁

脱胶后的晶片

7.1.1 粘棒的工艺要求

7.1.2 晶向的识别方法

7.1.3 切片工艺文件

7.1.4 切片机报警异常清单

7.1.5 切片工艺参数规范

7.1.6 切片工艺过程

7.2 质量检

查

7.2.1 能发现切割后晶片表面

的异色、划伤、裂纹、破损等

异常

7.2.2 能检测切割后晶片的厚

度和直径

7.2.3 能按标准操作规程操作

厚度分选设备进行晶片分选

7.2.1 切割后晶片的表面检验

要求

7.2.2 晶片尺寸测量工具的使

用方法

7.2.3 晶片的几何尺寸参数列

表

7.3 工艺记

录填写

7.3.1 能确认切片工艺记录信

息与规范是否相符

7.3.2 能识别切片工艺记录异

常信息

7.3.1 切片工艺记录规范

7.3.2 切片工艺异常信息清单

8.晶片倒

角

8.1 倒角工

艺操作

8.1.1 能按工艺文件要求选择

倒角工艺设备运行程序

8.1.2 能识别倒角工艺运行过

程中的设备报警信息

8.1.3 能按工艺规范识别倒角

工艺参数异常

8.1.1 倒角工艺文件

8.1.2 倒角设备报警异常清单

8.1.3 倒角工艺参数规范

8.1.4 倒角工艺过程

8.2 倒角质

量检查

8.2.1 能发现晶片边缘轮廓形

状的异常

8.2.2 能发现倒角后晶片直径

尺寸的异常

8.2.3 能检测倒角后晶片的直

径

8.2.1 晶片边缘轮廓及形状的

目检检验要求

8.2.2 晶片边缘轮廓及形状的

目检检验内容

8.2.3 晶片尺寸测量工具的使

用方法

8.3 工艺记

录填写

8.3.1 能确认倒角工艺记录信

息与规范是否相符

8.3.2 能识别倒角工艺记录异

常信息

8.3.1 倒角工艺记录规范

8.3.2 倒角工艺异常信息清单

9.晶片研

磨

9.1 磨片工

艺操作

9.1.1 能按工艺文件要求选择

磨片工艺设备运行程序

9.1.2 能识别磨片工艺运行过

程中的设备报警信息

9.1.3 能按工艺规范识别磨片

工艺参数异常

9.1.1 磨片工艺文件

9.1.2 磨片机报警异常清单

9.1.3 磨片工艺参数规范

9.1.4 磨片工艺过程

9.1.5 常用研磨液的成分
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9.2 质量检

查

9.2.1 能发现研磨后晶片表面

的斑点、破损等异常

9.2.2 能检测研磨后晶片的厚

度和直径

9.2.3 能按标准操作规程操作

厚度分选设备进行晶片分选

9.2.1 研磨后晶片的表面检验

要求

9.2.2 晶片尺寸测量工具的使

用方法

9.2.3 晶片的几何尺寸参数列

表

9.3 工艺记

录填写

9.3.1 能确认磨片工艺记录信

息与规范是否相符

9.3.2 能识别磨片工艺记录异

常信息

9.3.1 磨片工艺记录规范

9.3.2 磨片工艺异常信息清单

10.晶片

腐蚀

10.1 腐蚀工

艺操作

10.1.1 能按工艺文件要求选

择腐蚀工艺设备运行程序

10.1.2 能识别腐蚀工艺运行

过程中的设备报警信息

10.1.3 能按工艺规范识别腐

蚀工艺参数异常

10.1.1 腐蚀工艺文件

10.1.2 腐蚀设备报警异常清单

10.1.3 腐蚀工艺参数规范

10.1.4 腐蚀工艺过程

10.2 质量检

查

10.2.1 能发现腐蚀后晶片表

面的斑点、破损等异常

10.2.2 能检测腐蚀后晶片的

厚度和直径

10.2.3 能按标准操作规程操

作厚度分选设备进行晶片分选

10.2.1 腐蚀后晶片的表面检验

要求

10.2.2 晶片尺寸测量工具的使

用方法

10.2.3 晶片的几何尺寸参数列

表

10.3 工艺记

录填写

10.3.1 能确认腐蚀工艺记录

信息与规范是否相符

10.3.2 能识别腐蚀工艺记录

异常信息

10.3.1 腐蚀工艺记录规范

10.3.2 腐蚀工艺异常信息清单

11.晶片

抛光

11.1 抛光工

艺操作

11.1.1 能按工艺文件要求选

择抛光机运行程序

11.1.2 能识别抛光工艺运行

过程中的设备报警信息

11.1.3 能按工艺规范识别抛

光工艺参数异常

11.1.4 能按工艺文件要求选

择抛光液

11.1.5 能按工艺文件要求选

择抛光后清洗工艺的运行程序

11.1.1 抛光工艺文件

11.1.2 抛光机报警异常清单

11.1.3 抛光工艺参数规范

11.1.4 抛光工艺过程

11.1.5 抛光液、抛光垫的选用

要求

11.2 质量检

查

11.2.1 能发现抛光片表面的

异色、划伤、裂纹、破损等异

常

11.2.2 能检测抛光片的厚度

和直径

11.2.3 能按标准操作规程操

作厚度分选设备进行晶片分选

11.2.1 抛光片的表面检验要求

11.2.2 晶片尺寸测量工具的使

用方法

11.2.3 晶片的几何尺寸参数列

表
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11.3 工艺记

录填写

11.3.1 能确认抛光工艺记录

信息与规范是否相符

11.3.2 能识别抛光工艺记录

异常信息

11.3.1 抛光工艺记录规范

11.3.2 抛光工艺异常信息清单

3.3 三级/高级工

晶体制备工考核1、2、3项（或1、2、4项）职业功能，晶体切割工考核1、2、

5、6、7项职业功能，硅片研磨工考核1、2、8、9、10项职业功能，硅晶片抛光工

考核1、2、11项职业功能。

职业功能 工作内容 技能要求 相关知识要求

1.材料检

查

1.1 化学品

检查

1.1.1 能按标准操作规程存放

化学品

1.1.2 能判断化学品使用是否

符合安全标准

1.1.3 能按标准操作规程调配

化学品

1.1.1 常用化学品的性质

1.1.2 化学品调配过程的安全

防护要求

1.2 工艺气

体检查

1.2.1 能判断气体使用是否符

合安全标准

1.2.2 能对易燃易爆气体使用

做好安全防护

1.2.3 能按工艺要求选用气体

1.2.1 常见易燃易爆气体的处

置方法

1.2.2 气体的安全使用要求

1.3 原料检

查

1.3.1 能检查原料的纯度、缺

陷、晶向等是否符合要求

1.3.2 能按工艺要求检查原料

质量

1.3.1 显微镜的使用方法

1.3.2 晶体材料的缺陷类型

1.3.3 材料的选用要求

2.材料与

器具清洗

2.1 洁净环

境维护

2.2.1 能对洁净区内的相关的

仪器、工具的进行日常维护保

养

2.2.2 能解决器具清洁处理后

仍有水渍、斑点等问题

2.1.1 洁净区颗粒度控制规范

2.1.2 减少沾污的方法

2.2 器具清

洁处理

2.2.1 能对洁净区内的相关的

仪器、工具的进行日常维护保

养

2.2.2 能解决器具清洁处理后

仍有水渍、斑点等问题

2.2.1 洁净区内仪器、工具日常

维护要求

2.2.2 晶片转移过程中净化要

求

2.3 原料清

洁处理

2.3.1 能利用不同的清洗方法

清洗原料

2.3.2 能判断原料清洁处理的

异常情况，并进行处理

2.3.1 常用清洗液的清洗原理

2.3.2 材料清洁处理过程中常

见的问题及其解决方法

3.晶体制 3.1 熔硅工 3.1.1 能按熔硅工艺应急处理 3.1.1 熔硅工艺应急处理规程
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备（直拉

法）

艺操作 规程处理应急报警

3.1.2 能按工艺规范处置熔硅

工艺参数异常

3.1.3 能发现熔硅工艺的异常

现象

3.1.2 熔硅工艺的要求

3.1.3 熔硅工艺常见的异常现

象

3.1.4 多晶硅的制备方法

3.1.5 多晶硅提纯方法

3.2 拉晶工

艺操作

3.2.1 能按拉晶工艺应急处理

规程处理应急报警

3.2.2 能按工艺规范处置拉晶

工艺参数异常

3.2.3 能发现拉晶工艺的异常

现象

3.2.1 拉晶工艺应急处理规程

3.2.2 拉晶工艺的要求

3.2.3 拉晶工艺常见的异常现

象

3.2.4 直拉法制备单晶的原理

3.2.5 直拉单晶炉的系统结构

3.3 质量检

查

3.3.1 能判断直拉法制备晶体

的表面质量是否符合要求

3.3.2 能检测直拉法制备晶体

的晶向

3.3.3 能判断直拉法制备晶体

是否是单晶

3.3.1 晶体的表面质量要求

3.3.2 晶向的判断方法

3.3.3 单晶的判断方法

3.4 工艺记

录填写

3.4.1 能追踪直拉法单晶生长

工艺异常数据

3.4.2 能复核直拉法单晶生长

工艺异常数据

3.4.1 单晶拉制工艺数据的采

集方法

3.4.2 直拉法单晶生长工艺异

常数据处理流程

4.晶体制

备（区熔

法）

4.1 区熔工

艺操作

4.1.1 能按区熔法单晶生长工

艺应急处理规程处理应急报警

4.1.2 能按工艺规范处置区熔

法单晶生长工艺参数异常

4.1.3 能发现区熔法单晶生长

工艺的异常现象

4.1.1 区熔法单晶生长工艺应

急处理规程

4.1.2 区熔法单晶生长工艺的

要求

4.1.3 区熔法单晶生长工艺常

见的异常现象

4.1.4 区熔法制备单晶的原理

4.1.5 区熔单晶炉的系统结构

4.1.6 多晶硅的制备方法

4.1.7 多晶硅的提纯方法

4.2 质量检

查

4.2.1 能判断区熔法制备晶体

的表面质量是否符合要求

4.2.2 能检测区熔法制备晶体

的晶向

4.2.3 能判断区熔法制备晶体

是否是单晶

4.2.1 晶体的表面质量要求

4.2.2 晶向的判断方法

4.2.3 单晶的判断方法

4.3 工艺记

录填写

4.3.1 能追踪区熔法单晶生长

工艺异常数据

4.3.2 能复核区熔法单晶生长

工艺异常数据

4.3.1 区熔法单晶生长工艺数

据的采集方法

4.3.2 区熔法单晶生长工艺异

常数据处理流程
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5.晶锭整

形

5.1 滚磨工

艺操作

5.1.1 能按滚磨工艺应急处理

规程处理应急报警

5.1.2 能按工艺规范处置滚磨

工艺参数异常

5.1.3 能发现滚磨工艺的异常

现象

5.1.1 滚磨工艺应急处理规程

5.1.2 滚磨工艺的要求

5.1.3 滚磨工艺常见的异常现

象

5.1.4 滚磨机的工作原理

5.1.5 滚磨机的系统结构

5.2 截断工

艺操作

5.2.1 能按截断工艺应急处理

规程处理应急报警

5.2.2 能按工艺规范处置截断

工艺参数异常

5.2.3 能发现截断工艺的异常

现象

5.2.1 截断工艺应急处理规程

5.2.2 截断工艺的要求

5.2.3 截断工艺常见的异常现

象

5.2.4 截断机的工作原理

5.2.5 截断机的系统结构

5.3 质量检

查

5.3.1 能判断整形后晶锭的表

面质量是否符合要求

5.3.2 能检测整形后晶锭的晶

向

5.3.3 能判断整形后晶锭是否

是单晶

5.3.1 整形后晶锭的表面质量

要求

5.3.2 晶向的判断方法

5.3.3 单晶的判断方法

5.4 工艺记

录填写

5.4.1 能追踪整形工艺异常数

据

5.4.2 能复核整形工艺异常数

据

5.4.1 整形工艺数据的采集方

法

5.4.2 整形工艺异常数据处理

流程

6.定位面

（槽）加

工

6.1 定位面

（槽）加工工

艺操作

6.1.1 能按定位面（槽）加工

工艺应急处理规程处理应急报

警

6.1.2 能按工艺规范处置定位

面（槽）加工工艺参数异常

6.1.3 能发现定位面（槽）加

工工艺的异常现象

6.1.1 定位面（槽）加工工艺应

急处理规程

6.1.2 定位面（槽）加工工艺的

要求

6.1.3 定位面（槽）加工工艺常

见的异常现象

6.1.4 定位面（槽）加工设备的

系统结构

6.1.5 主参考面与副参考面的

表示方法

6.2 质量检

查

6.2.1 能判断定位面（槽）的

表面质量是否符合要求

6.2.2 能判断定位面（槽）的

尺寸是否符合要求

6.2.1 定位面（槽）的表面质量

要求

6.2.2 定位面（槽）的尺寸与形

状要求

6.3 工艺记

录填写

6.3.1 能追踪定位面（槽）加

工工艺异常数据

6.3.2 能复核定位面（槽）加

工工艺异常数据

6.3.1 定位面（槽）加工工艺数

据的采集方法

6.3.2 定位面（槽）加工工艺异

常数据处理流程
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7.晶体切

片

7.1 切片工

艺操作

7.1.1 能发现粘棒工艺的异常

现象

7.1.2 能发现定向操作的异常

现象

7.1.3 能按切片工艺应急处理

规程处理应急报警

7.1.4 能按工艺规范处置切片

工艺参数异常

7.1.5 能发现切片工艺的异常

现象

7.1.1 粘棒工艺的异常现象

7.1.2 光图定向的原理

7.1.3 切片工艺应急处理规程

7.1.4 切片工艺的要求

7.1.5 切片工艺常见的异常现

象

7.1.6 粘棒的材料

7.2 质量检

查

7.2.1 能判断切割后晶片的表

面质量是否符合要求

7.2.2 能检测切割后晶片表面

纳米形貌

7.2.3 能检测切割后晶片表面

的颗粒含量

7.2.4 能检测切割后晶片的粗

糙度、翘曲度、弯曲度等物理

参数

7.2.1 切割后晶片的表面质量

要求

7.2.2 晶片表面纳米形貌检测

方法

7.2.3 晶片表面颗粒含量的检

测方法

7.2.4 晶片表面粗糙度、翘曲

度、弯曲度等物理参数的检测方

法

7.2.5 晶片的物理参数

7.3 工艺记

录填写

7.3.1 能追踪切片工艺异常数

据

7.3.2 能复核切片工艺异常数

据

7.3.1 切片工艺数据的采集方

法

7.3.2 切片工艺异常数据处理

流程

8.晶片倒

角

8.1 倒角工

艺操作

8.1.1 能按倒角工艺应急处理

规程处理应急报警

8.1.2 能按工艺规范处置倒角

工艺参数异常

8.1.3 能发现倒角工艺的异常

现象

8.1.1 倒角工艺应急处理规程

8.1.2 倒角工艺的要求

8.1.3 倒角工艺常见的异常现

象

8.1.4 倒角机的工作原理

8.1.5 倒角机的系统结构

8.2 质量检

查

8.2.1 能检测晶片的边缘轮廓

形状，并判断是否符合生产要

求

8.2.2 能判断倒角后晶片的边

缘轮廓质量是否符合生产要求

8.2.3 能计算倒角后晶片的直

径尺寸公差，并判断是否符合

生产要求

8.2.1 倒角后晶片的边缘轮廓

质量要求

8.2.2 晶片边缘轮廓及形状测

试方法

8.2.3 直径尺寸公差的计算方

式

8.3 工艺记

录填写

8.3.1 能追踪倒角工艺异常数

据

8.3.2 能复核倒角工艺异常数

据

8.3.1 倒角工艺数据的采集方

法

8.3.2 倒角工艺异常数据处理

流程
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9.晶片研

磨

9.1 磨片工

艺操作

9.1.1 能按磨片工艺应急处理

规程处理应急报警

9.1.2 能按工艺规范处置磨片

工艺参数异常

9.1.3 能发现磨片工艺的异常

现象

9.1.1 磨片工艺应急处理规程

9.1.2 磨片工艺的要求

9.1.3 磨片工艺常见的异常现

象

9.1.4 磨片机的工作原理

9.1.5 磨片机的系统结构

9.2 质量检

查

9.2.1 能判断研磨后晶片的表

面质量是否符合要求

9.2.2 能检测研磨后晶片表面

纳米形貌

9.2.3 能检测研磨后晶片表面

的颗粒含量

9.2.4 能检测研磨后晶片的粗

糙度、翘曲度、弯曲度等物理

参数

9.2.1 研磨后晶片的表面质量

要求

9.2.2 晶片表面纳米形貌检测

方法

9.2.3 晶片表面颗粒含量的检

测方法

9.2.4 晶片表面粗糙度、翘曲

度、弯曲度等物理参数的检测方

法

9.2.5 晶片的物理参数

9.3 工艺记

录填写

9.3.1 能追踪磨片工艺异常数

据

9.3.2 能复核磨片工艺异常数

据

9.3.1 磨片工艺数据的采集方

法

9.3.2 磨片工艺异常数据处理

流程

10.晶片

腐蚀

10.1 腐蚀工

艺操作

10.1.1 能按腐蚀工艺应急处

理规程处理应急报警

10.1.2 能按工艺规范处置腐

蚀工艺参数异常

10.1.3 能发现腐蚀工艺的异

常现象

10.1.4 能根据生产需要选用

合适的腐蚀方法

10.1.1 腐蚀工艺应急处理规程

10.1.2 腐蚀工艺的要求

10.1.3 腐蚀工艺常见的异常现

象

10.1.4 常用湿法腐蚀液的成分

10.1.5 常用湿法腐蚀液的特点

10.2 质量检

查

10.2.1 能判断腐蚀后晶片的

表面质量是否符合要求

10.2.2 能检测腐蚀后晶片表

面纳米形貌

10.2.3 能检测腐蚀后晶片表

面的颗粒含量

10.2.4 能检测腐蚀后晶片的

粗糙度、翘曲度、弯曲度等物

理参数

10.2.1 腐蚀后晶片的表面质量

要求

10.2.2 晶片表面纳米形貌检测

方法

10.2.3 晶片表面颗粒含量的检

测方法

10.2.4 晶片表面粗糙度、翘曲

度、弯曲度等物理参数的检测方

法

10.2.5 晶片的物理参数

10.3 工艺记

录填写

10.3.1 能追踪腐蚀工艺异常

数据

10.3.2 能复核腐蚀工艺异常

数据

10.3.1 腐蚀工艺数据的采集方

法

10.3.2 腐蚀工艺异常数据处理

流程
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11.晶片

抛光

11.1 抛光工

艺操作

11.1.1 能按抛光工艺应急处

理规程处理应急报警

11.1.2 能按工艺规范处置抛

光工艺参数异常

11.1.3 能发现抛光工艺的异

常现象

11.1.1 抛光工艺应急处理规程

11.1.2 抛光工艺的要求

11.1.3 抛光工艺常见的异常现

象

11.1.4 抛光机的工作原理

11.1.5 抛光机的系统结构

11.1.6 碱性胶体二氧化硅抛光

液的成分

11.1.7 抛光液的配置方法

11.2 质量检

查

11.2.1 能判断抛光片的表面

质量是否符合要求

11.2.2 能检测抛光片纳米形

貌

11.2.3 能检测抛光片表面的

颗粒含量

11.2.4 能检测抛光片的粗糙

度、翘曲度、弯曲度等物理参

数

11.2.1 抛光片的表面质量要求

11.2.2 晶片表面纳米形貌检测

方法

11.2.3 晶片表面颗粒含量的检

测方法

11.2.4 晶片表面粗糙度、翘曲

度、弯曲度等物理参数的检测方

法

11.2.5 晶片的物理参数

11.3 工艺记

录填写

11.3.1 能追踪抛光工艺异常

数据

11.3.2 能复核抛光工艺异常

数据

11.3.1 抛光工艺数据的采集方

法

11.3.2 抛光工艺异常数据处理

流程

3.4 二级/技师

晶体制备工考核1、2项（或1、3项）职业功能，晶体切割工考核1、4、5、6

项职业功能，硅片研磨工考核1、7、8、9项职业功能，硅晶片抛光工考核1、10、

11项职业功能。

职业功能 工作内容 技能要求 相关知识要求

1.材料与

器具清洗

1.1 洁净环

境维护

1.1.1 能对不符合洁净要求的

工艺操作提出整改措施

1.1.2 能针对设备、工作台等

的摆放对洁净控制的影响提出

建议

1.1.1 颗粒物的来源

1.1.2 洁净环境的异常与处置

对策

1.2 器具清

洁处理

1.2.1 能撰写器具清洁处理标

准文件

1.2.2 能对清洁处理后的器具

保存提出意见或者改进建议

1.2.1 工艺器具的保存方法

1.2.2 器具清洗工艺菜单优化

的方法

1.2.3 工艺菜单优化规定

1.3 原料清

洁处理

1.3.1 能撰写原料清洁处理标

准文件

1.3.2 能对清洁处理后的原料

保存提出意见或者改进建议

1.3.1 原料的保存方法和要求

1.3.2 原料清洗工艺菜单优化

的方法
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2.晶体制

备（直拉

法）

2.1 熔硅工

艺操作

2.1.1 能根据生产实际调整熔

硅过程中温度、气体流量等工

艺参数

2.1.2 能分析熔硅过程中的异

常现象并提出解决方案

2.1.3 能编写熔硅工艺标准操

作规程文件初稿

2.1.1 熔硅工艺的影响因素

2.1.2 熔硅工艺异常现场产生

的原因、结果及解决方法

2.1.3 熔硅工艺标准操作规程

的撰写方法

2.1.4 真空系统基本知识

2.1.5 硅材料的性质

2.2 拉晶工

艺操作

2.2.1 能根据生产实际调整拉

晶过程中温度、气体流量、旋

转速度、提拉速度等工艺参数

2.2.2 能分析拉晶过程中的异

常现象并提出解决方案

2.2.3 能编写拉晶工艺标准操

作规程文件初稿

2.2.1 拉晶工艺的影响因素

2.2.2 拉晶工艺异常现象产生

的原因、结果及解决方法

2.2.3 拉晶工艺标准操作规程

的撰写方法

2.2.4 单晶生长的条件

2.3 质量检

查

2.3.1 能检测直拉法制备晶体

的碳、氧等杂质，并判断是否

满足生产要求

2.3.2 能检测直拉法制备晶体

的微观缺陷，并判断是否满足

生产要求

2.3.3 能检测并判定直拉法制

备晶体的导电类型、电阻率、

少子寿命等电学参数

2.3.1 晶体中氧、碳等杂质含量

的检测方法

2.3.2 晶体微观缺陷的检测方

法

2.3.3 晶体导电类型、电阻率、

少子寿命的测量方法

2.3.4 晶体缺陷的种类

3.晶体制

备（区熔

法）

3.1 区熔工

艺操作

3.1.1 能根据生产实际调整加

热温度、籽晶旋转速度等工艺

参数

3.1.2 能分析区熔法单晶生长

过程中的异常现象并提出解决

方案

3.1.3 能编写区熔法单晶生长

工艺标准操作规程文件初稿

3.1.1 区熔法单晶生长工艺的

影响因素

3.1.2 区熔法单晶生长工艺异

常现象产生的原因、结果及解决

方法

3.1.3 区熔法单晶生长工艺标

准操作规程的撰写方法

3.1.4 单晶生长的条件

3.1.5 真空系统基本知识

3.1.6 硅材料的性质

3.2 质量检

查

3.2.1 能检测区熔法制备晶体

的碳、氧等杂质，并判断是否

满足生产要求

3.2.2 能检测区熔法制备晶体

的微观缺陷，并判断是否满足

生产要求

3.2.3 能检测并判定区熔法制

备晶体的导电类型、电阻率、

少子寿命等电学参数

3.2.1 晶体中氧、碳等杂质含量

的检测方法

3.2.2 晶体微观缺陷的检测方

法

3.2.3 晶体导电类型、电阻率、

少子寿命的测量方法

3.2.4 晶体的电学参数

4.晶锭整

形

4.1 滚磨工

艺操作

4.1.1 能根据生产实际调整磨

削量、进给速度等工艺参数

4.1.1 滚磨工艺的影响因素

4.1.2 滚磨工艺异常现象产生
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4.1.2 能分析滚磨过程中的异

常现象并提出解决方案

4.1.3 能编写滚磨工艺标准操

作规程文件初稿

的原因、结果及解决方法

4.1.3 滚磨工艺标准操作规程

的撰写方法

4.2 截断工

艺操作

4.2.1 能根据生产实际调整截

断位置、样品长度等工艺参数

4.2.2 能分析截断过程中的异

常现象并提出解决方案

4.2.3 能编写截断工艺标准操

作规程文件初稿

4.2.1 截断工艺的影响因素

4.2.2 截断工艺异常现象产生

的原因、结果及解决方法

4.2.3 截断工艺标准操作规程

的撰写方法

4.3 质量检

查

4.3.1 能检测整形后晶体的

碳、氧等杂质，并判断是否满

足生产要求

4.3.2 能检测整形后晶体的微

观缺陷，并判断是否满足生产

要求

4.3.3 能检测并判定整形后的

晶体的导电类型、电阻率、少

子寿命等电学参数

4.3.1 晶体中氧、碳等杂质含量

的检测方法

4.3.2 晶体微观缺陷的检测方

法

4.3.3 晶体导电类型、电阻率、

少子寿命的测量方法

4.3.4 晶体的电学参数

5.定位面

（槽）加

工

5.1 定位面

（槽）加工工

艺操作

5.1.1 能根据生产实际调整定

位面（槽）加工工艺参数

5.1.2 能分析定位面（槽）加

工过程中的异常现象并提出解

决方案

5.1.3 能编写定位面（槽）加

工工艺标准操作规程文件初稿

5.1.1 定位面（槽）加工工艺的

影响因素

5.1.2 定位面（槽）加工工艺异

常现象产生的原因、结果及解决

方法

5.1.3 定位面（槽）加工工艺标

准操作规程的撰写方法

5.2 质量检

查

5.2.1 能检测定位面（槽）加

工后晶锭的微观缺陷，并判断

是否满足生产要求

5.2.2 能通过定位面（槽）判

定晶锭的晶向

5.2.1 定位面（槽）的表面缺陷

的种类

5.2.2 定位面与晶向之间的关

系

5.2.3 定位面（槽）质量检测的

方法

6.晶体切

片

6.1 切片工

艺操作

6.1.1 能分析粘棒过程中的异

常现象并提出解决方案

6.1.2 能按标准操作规程校准

光图定向设备

6.1.3 能根据生产实际调整切

片工艺参数

6.1.4 能分析切片过程中的异

常现象并提出解决方案

6.1.5 能编写切片工艺标准操

作规程文件初稿

6.1.1 石墨衬底板的作用

6.1.2 光图定向设备的校准

6.1.3 切片工艺的影响因素

6.1.4 切片工艺异常现象产生

的原因、结果及解决方法

6.1.5 切片工艺标准操作规程

的撰写方法
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6.2 质量检

查

6.2.1 能检测切割后晶片的综

合参数，并判断抛光片质量是

否符合要求

6.2.2 能检测切割后晶片的微

观缺陷，并判断是否满足生产

要求

6.2.3 能检测切割后晶片的

碳、氧、金属离子等杂质，并

判断是否满足生产要求

6.2.4 能检测切割后晶片的导

电类型、电阻率、少子寿命等

电学参数，并判断是否满足生

产要求

6.2.1 切割后晶片的综合参数

的测试方法

6.2.2 晶片微观缺陷的检测方

法

6.2.3 氧、碳、金属离子等杂质

含量的检测方法

6.2.4 导电类型、电阻率、少子

寿命的测量方法

6.2.5 晶片的电学参数

7.晶片倒

角

7.1 倒角工

艺操作

7.1.1 能根据生产实际调整磨

轮转速等工艺参数

7.1.2 能分析倒角过程中的异

常现象并提出解决方案

7.1.3 能编写倒角工艺标准操

作规程文件初稿

7.1.1 倒角工艺的影响因素

7.1.2 倒角工艺异常现象产生

的原因、结果及解决方法

7.1.3 倒角工艺标准操作规程

的撰写方法

7.2 质量检

查

7.2.1 能检测倒角后晶片的边

缘粗糙度，并判断是否符合生

产要求

7.2.2 能检测倒角后晶片的表

面损伤，并判断是否符合生产

要求

7.2.3 能综合判断倒角质量是

否符合生产要求

7.2.1 晶片边缘轮廓测试设备

的工作原理

7.2.2 晶片边缘轮廓测试设备

的操作规程

8.晶片研

磨

8.1 磨片工

艺操作

8.1.1 能根据生产实际调整磨

片工艺参数

8.1.2 能分析磨片过程中的异

常现象并提出解决方案

8.1.3 能编写磨片工艺标准操

作规程文件初稿

8.1.1 磨片工艺的影响因素

8.1.2 磨片工艺异常现象产生

的原因、结果及解决方法

8.1.3 磨片工艺标准操作规程

的撰写方法

8.2 质量检

查

8.2.1 能检测研磨后晶片的综

合参数，并判断抛光片质量是

否符合要求

8.2.2 能检测研磨后晶片的微

观缺陷，并判断是否满足生产

要求

8.2.3 能检测研磨后晶片的

碳、氧、金属离子等杂质，并

判断是否满足生产要求

8.2.4 能检测研磨后晶片的导

电类型、电阻率、少子寿命等

8.2.1 研磨后晶片的综合参数

的测试方法

8.2.2 晶片微观缺陷的检测方

法

8.2.3 氧、碳、金属离子等杂质

含量的检测方法

8.2.4 导电类型、电阻率、少子

寿命的测量方法

8.2.5 晶片的电学参数

8.2.6 电子显微镜的使用方法
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电学参数，并判断是否满足生

产要求

9.晶片腐

蚀

9.1 腐蚀工

艺操作

9.1.1 能根据生产实际调整腐

蚀速率、腐蚀温度等工艺参数

9.1.2 能分析腐蚀过程中的异

常现象并提出解决方案

9.1.3 能编写腐蚀工艺标准操

作规程文件初稿

9.1.4 能根据生产实际调整腐

蚀液

9.1.1 腐蚀工艺的影响因素

9.1.2 腐蚀工艺异常现象产生

的原因、结果及解决方法

9.1.3 腐蚀工艺标准操作规程

的撰写方法

9.1.4 不同腐蚀液的应用范围

9.2 质量检

查

9.2.1 能检测腐蚀后晶片的综

合参数，并判断抛光片质量是

否符合要求

9.2.2 能检测腐蚀后晶片的微

观缺陷，并判断是否满足生产

要求

9.2.3 能检测腐蚀后晶片的

碳、氧、金属离子等杂质，并

判断是否满足生产要求

9.2.4 能检测腐蚀后晶片的导

电类型、电阻率、少子寿命等

电学参数，并判断是否满足生

产要求

9.2.1 腐蚀后晶片的综合参数

的测试方法

9.2.2 晶片微观缺陷的检测方

法

9.2.3 氧、碳、金属离子等杂质

含量的检测方法

9.2.4 导电类型、电阻率、少子

寿命的测量方法

9.2.5 晶片的电学参数

9.2.6 电子显微镜的使用方法

10.晶片

抛光

10.1 抛光工

艺操作

10.1.1 能根据生产实际调整

抛光压力、抛光温度等工艺参

数

10.1.2 能分析抛光过程中的

异常现象并提出解决方案

10.1.3 能编写抛光工艺标准

操作规程文件初稿

10.1.1 抛光工艺的影响因素

10.1.2 抛光工艺异常现象产生

的原因、结果及解决方法

10.1.3 抛光工艺标准操作规程

的撰写方法

10.1.4 抛光液、抛光垫的更换

的要求

10.2 质量检

查

10.2.1 能检测抛光片的综合

参数，并判断抛光片质量是否

符合要求

10.2.2 能检测抛光片的微观

缺陷，并判断是否满足生产要

求

10.2.3 能检测抛光片的碳、

氧、金属离子等杂质，并判断

是否满足生产要求

10.2.4 能检测抛光片的导电

类型、电阻率、少子寿命等电

学参数，并判断是否满足生产

要求

10.2.1 抛光片的综合参数的测

试方法

10.2.2 晶片微观缺陷的检测方

法

10.2.3 氧、碳、金属离子等杂

质含量的检测方法

10.2.4 导电类型、电阻率、少

子寿命的测量方法

10.2.5 晶片的电学参数

10.2.6 电子显微镜的使用方法
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11.培训

及管理

11.1 培训指

导

11.1.1 能指导与监督三级/高

级工及以下级别人员的安全操

作

11.1.2 能对三级/高级工及以

下级别人员遇到的操作类问题

给予解答

11.1.3 能对三级/高级工及以

下级别人员讲授工艺应急处置

措施

11.1.4 能讲授半导体晶片加

工知识

11.1.1 培训教学知识

11.1.2 培训指导方法

11.2 管理

11.2.1 能对本工艺操作流程

中使用的物料进行管控

11.2.2 能对产品质量和成本

管理提出改进建议

11.2.3 能对现场工艺活动的

质量提升提出合理化建议

11.2.4 能对工艺过程操作类

文件进行撰写

11.2.1 物料管理办法

11.2.2 产品成本核算方法

11.2.3 文件管理规定

3.5 一级/高级技师

晶体制备工考核1、2项（或1、3项）职业功能，晶体切割工考核1、4、5、6

项职业功能，硅片研磨工考核1、7、8、9项职业功能，硅晶片抛光工考核1、10、

11项职业功能。

职业功能 工作内容 技能要求 相关知识要求

1. 材料

与器具清

洗

1.1 洁净环

境维护

1.1.1 能根据洁净区域大小、

净化级别、温湿度、防静电要

求以及设备状况等条件对工艺

提出改进建议

1.1.2 能对成品率、产品可靠

性与净化成本的优化调整提出

建议或改进方案

1.1.1 净化级别的划分标准

1.1.2 提高洁净度等级的方法

1.2 器具清

洁处理

1.2.1 能对器具的清洁处理工

艺提出优化方案

1.2.2 能对新器具的清洗方法

和工艺提出意见或建议

1.2.1 器具清洁处理工艺的改

进方法

1.2.2 器具清洁处理的标准

1.3 原料清

洁处理

1.3.1 能对原料的清洁处理工

艺提出优化方案

1.3.2 能对新材料的清洗方法

和工艺提出意见或建议

1.3.1 原料清洗工艺的改进方

法

1.3.2 原料清洁处理的标准
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2.晶体制

备（直拉

法）

2.1 熔硅工

艺操作

2.1.1 能根据直拉法单晶生长

制程需求提出熔硅工艺改良方

案

2.1.2 能发现熔硅制程潜在的

隐患并提出解决方案

2.1.3 能制定熔硅工艺操作指

导书，并对熔硅工艺文件的符

合性进行检查

2.1.1 常见硅基材料种类

2.1.2 常用晶片材料的特性

2.1.3 熔硅工艺操作指导书的

撰写方法

2.1.4 熔硅工艺文件编写要求

2.2 拉晶工

艺操作

2.2.1 能根据直拉法单晶生长

制程需求提出拉晶工艺改良方

案

2.2.2 能发现拉晶制程潜在的

隐患并提出解决方案

2.2.3 能制定拉晶工艺操作指

导书，并对拉晶工艺文件的符

合性进行检查

2.2.4 能分析拉晶制程出现的

新问题

2.2.5 能按生产要求设计新材

料的单晶生长工艺

2.2.1 直拉法制备单晶制程的

改进方法

2.2.2 拉晶工艺操作指导书的

撰写方法

2.2.3 拉晶工艺文件编写要求

2.2.4 直拉法制备单晶的特点

2.3 质量检

查

2.3.1 能应用不同工具检测直

拉工艺生长的晶体的质量是否

满足生产要求

2.3.2 能针对直拉工艺各种质

量问题提出解决方案

2.3.3 能对直拉工艺严重的质

量问题进行预判、跟踪、消除

质量隐患

2.3.4 能与用户对晶体的质量

问题进行沟通核实质量问题并

提出解决方案

2.3.1 材料中的应力对单晶的

影响

2.3.2 晶体质量提高的方法

2.3.3 晶体检测的方法

3.晶体制

备（区熔

法）

3.1 区熔工

艺操作

3.1.1 能根据区熔法单晶生长

制程需求提出工艺改良方案

3.1.2 能发现区熔法单晶生长

制程潜在的隐患并提出解决方

案

3.1.3 能制定区熔法单晶生长

工艺操作指导书，并对区熔法

单晶生长工艺文件的符合性进

行检查

3.1.4 能分析区熔法单晶生长

制程出现的新问题

3.1.5 能按生产要求设计新材

料的单晶生长工艺

3.1.1 区熔法单晶生长制程的

改进方法

3.1.2 区熔法单晶生长工艺操

作指导书的撰写方法

3.1.3 区熔法单晶生长工艺文

件编写要求

3.1.4 区熔法制备单晶的特点
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3.2 质量检

查

3.2.1 能应用不同工具检测区

熔工艺生长的晶体的质量是否

满足生产要求

3.2.2 能针对区熔工艺各种质

量问题提出解决方案

3.2.3 能对区熔工艺严重的质

量问题进行预判、跟踪、消除

质量隐患

3.2.4 能与用户对晶体的质量

问题进行沟通核实质量问题并

提出解决方案

3.2.1 材料中的应力对单晶的

影响

3.2.2 晶体质量提高的方法

3.2.3 晶体检测的方法

4.晶锭整

形

4.1 滚磨工

艺操作

4.1.1 能根据滚磨制程需求提

出工艺改良方案

4.1.2 能发现滚磨制程潜在的

隐患并提出解决方案

4.1.3 能制定滚磨工艺操作指

导书，并对滚磨工艺文件的符

合性进行检查

4.1.4 能分析滚磨制程出现的

新问题

4.1.5 能按生产要求设计新材

料的滚磨工艺

4.1.1 滚磨制程的改进方法

4.1.2 滚磨工艺操作指导书的

撰写方法

4.1.3 滚磨工艺文件编写要求

4.2 截断工

艺操作

4.2.1 能根据截断制程需求提

出工艺改良方案

4.2.2 能发现截断制程潜在的

隐患并提出解决方案

4.2.3 能制定截断工艺操作指

导书，并对截断工艺文件的符

合性进行检查

4.2.4 能分析截断制程出现的

新问题

4.2.5 能按生产要求设计新材

料的截断工艺

4.2.1 截断制程的改进方法

4.2.2 截断工艺操作指导书的

撰写方法

4.2.3 截断工艺文件编写要求

4.3 质量检

查

4.3.1 能应用不同工具检测整

形后晶体的质量是否满足生产

要求

4.3.2 能针对整形工艺各种质

量问题提出解决方案

4.3.3 能对整形工艺严重的质

量问题进行预判、跟踪、消除

质量隐患

4.3.4 能与用户对晶体的质量

问题进行沟通核实质量问题并

提出解决方案

4.3.1 整形过程中产生的应力

对单晶的影响

4.3.2 晶体质量提高的方法

4.3.3 晶体的检测方法
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5.定位面

（槽）加

工

5.1 定位面

（槽）加工工

艺操作

5.1.1 能根据定位面（槽）加

工制程需求提出工艺改良方案

5.1.2 能发现定位面（槽）加

工制程潜在的隐患并提出解决

方案

5.1.3 能制定定位面（槽）加

工工艺操作指导书，并对定位

面（槽）加工工艺文件的符合

性进行检查

5.1.4 能分析定位面（槽）加

工制程出现的新问题

5.1.5 能按生产要求设计新材

料的定位面（槽）加工工艺

5.1.1 定位面（槽）加工制程的

改进方法

5.1.2 定位面（槽）加工工艺操

作指导书的撰写方法

5.1.3 定位面（槽）加工工艺文

件编写要求

5.2 质量检

查

5.2.1 能应用不同工具检测定

位面（槽）加工后晶锭的质量

是否满足生产要求

5.2.2 能针对定位面（槽）加

工工艺各种质量问题提出解决

方案

5.2.3 能对定位面（槽）加工

工艺严重的质量问题进行预

判、跟踪、消除质量隐患

5.2.1 定位面（槽）加工过程中

产生的应力对晶锭的影响

5.2.2 定位面（槽）加工质量提

高的方法

6.晶体切

片

6.1 切片工

艺操作

6.1.1 能根据晶锭切片制程需

求提出工艺改良方案

6.1.2 能发现切片制程潜在的

隐患并提出解决方案

6.1.3 能制定切片工艺操作指

导书，并对切片工艺文件的符

合性进行检查

6.1.4 能分析切片制程出现的

新问题

6.1.5 能按生产要求设计新材

料的切片工艺

6.1.1 切片制程的改进方法

6.1.2 切片工艺操作指导书的

撰写方法

6.1.3 切片工艺文件编写要求

6.2 质量检

查

6.2.1 能应用不同工具检测切

割后晶片的质量是否满足生产

要求

6.2.2 能针对切片工艺各种质

量问题提出解决方案

6.2.3 能对切片工艺严重的质

量问题进行预判、跟踪、消除

质量隐患

6.2.1 切片过程中产生的应力

对晶片的影响

6.2.2 切片质量提高的方法

6.2.3 切割后晶片质量的检测

方法
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7.晶片倒

角

7.1 倒角工

艺操作

7.1.1 能根据倒角制程需求提

出工艺改良方案

7.1.2 能发现倒角制程潜在的

隐患并提出解决方案

7.1.3 能制定倒角工艺操作指

导书，并对倒角工艺文件的符

合性进行检查

7.1.4 能分析倒角制程出现的

新问题

7.1.5 能按生产要求设计新材

料的倒角工艺

7.1.1 倒角制程的改进方法磨

片

7.1.2 倒角工艺操作指导书的

撰写方法

7.1.3 倒角工艺文件编写要求

7.2 质量检

查

7.2.1 能利用各种工具判断晶

片边缘轮廓及形状的质量是否

满足生产要求

7.2.2 能针对倒角工艺各种质

量问题提出解决方案

7.2.3 能对倒角工艺严重的质

量问题进行预判、跟踪、消除

质量隐患

7.2.1 倒角的质量要求

7.2.2 倒角质量提高的方法

7.2.3 倒角质量的影响因素

8.晶片研

磨

8.1 磨片工

艺操作

8.1.1 能根据磨片制程需求提

出工艺改良方案

8.1.2 能发现磨片制程潜在的

隐患并提出解决方案

8.1.3 能制定磨片工艺操作指

导书，并对磨片工艺文件的符

合性进行检查

8.1.4 能分析磨片制程出现的

新问题

8.1.5 能按生产要求设计新材

料的磨片工艺

8.1.1 磨片制程的改进方法磨

片

8.1.2 磨片工艺操作指导书的

撰写方法

8.1.3 磨片工艺文件编写要求

8.2 质量检

查

8.2.1 能应用不同工具检测研

磨后晶片的质量是否满足生产

要求

8.2.2 能针对磨片工艺各种质

量问题提出解决方案

8.2.3 能对磨片工艺严重的质

量问题进行预判、跟踪、消除

质量隐患

8.2.1 研磨工艺产生的应力对

晶片的影响

8.2.2 磨片质量提高的方法

8.2.3 研磨后晶片质量的检测

方法

9.晶片腐

蚀
9.1 腐蚀工

艺操作

9.1.1 能根据腐蚀制程需求提

出工艺改良方案

9.1.2 能发现腐蚀制程潜在的

隐患并提出解决方案

9.1.3 能制定腐蚀工艺操作指

导书，并对腐蚀工艺文件的符

9.1.1 腐蚀制程的改进方法磨

片

9.1.2 腐蚀工艺操作指导书的

撰写方法

9.1.3 腐蚀工艺文件编写要求

9.1.4 干法腐蚀与湿法腐蚀的
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合性进行检查

9.1.4 能分析腐蚀制程出现的

新问题

9.1.5 能按生产要求设计新材

料的腐蚀工艺

区别

9.1.5 干法腐蚀的终点检测方

法

9.2 质量检

查

9.2.1 能应用不同工具检测腐

蚀后晶片的质量是否满足生产

要求

9.2.2 能针对腐蚀工艺各种质

量问题提出解决方案

9.2.3 能对腐蚀工艺严重的质

量问题进行预判、跟踪、消除

质量隐患

9.2.1 腐蚀工艺中化学反应的

吸热与放热现象

9.2.2 提高腐蚀质量的方法

9.2.3 腐蚀后晶片质量的检测

方法

10.晶片

抛光

10.1 抛光工

艺操作

10.1.1 能根据抛光制程需求

提出工艺改良方案

10.1.2 能发现抛光制程潜在

的隐患并提出解决方案

10.1.3 能制定抛光工艺操作

指导书，并对抛光工艺文件的

符合性进行检查

10.1.4 能分析抛光制程出现

的新问题

10.1.5 能按生产要求设计新

材料的抛光工艺

10.1.1 抛光制程的改进方法磨

片

10.1.2 抛光工艺操作指导书的

撰写方法

10.1.3 抛光工艺文件编写要求

10.1.4 化学机械抛光的终点检

测方法

10.2 质量检

查

10.2.1 能应用不同工具检测

抛光片的质量是否满足生产要

求

10.2.2 能针对抛光工艺各种

质量问题提出解决方案

10.2.3 能对抛光工艺严重的

质量问题进行预判、跟踪、消

除质量隐患

10.2.4 能与用户对抛光片的

质量问题进行沟通核实质量问

题并提出解决方案

10.2.1 抛光过程中产生的应力

对晶片的影响

10.2.2 抛光质量提高的方法

10.2.3 抛光片质量的检测方法

11.培训

及管理

11.1 培训指

导

11.1.1 能编写培训讲义

11.1.2 能指导二级/技师及以

下级别人员的工艺工作

11.1.3 能讲授材料和晶片加

工相关的理论知识，并将理论

应用于实践

11.1.1 晶片加工过程中的应急

处置方法

11.1.2 质量管理体系的相关知

识
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11.2 管理

11.2.1 能对现场工艺活动的

质量提升提出改进措施

11.2.2 能对产品质量和成本

管理提出改进建议

11.2.3 能对稳定生产与工艺

受控提出改进建议

11.2.4 能进行工艺质量成本

的分析

11.2.5 能对操作人员的操作

质量与工作是否满负荷给出建

议

11.2.6 能对工艺技术保密工

作提出建议

11.2.1 工艺维稳及提升的管理

与技术方法

11.2.2 现场质量管理活动知识

11.2.3 工时与工作量统计方法

11.2.4 技术保密管理规定
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4. 权重表

4.1 理论知识权重表

4.1.1 晶体制备工

技能等级

项目

五级/

初级工

（%）

四级/

中级工

（%）

三级/

高级工

（%）

二级/

技师

（%）

一级/

高级技师

（%）

基本要求
职业道德 5 5 5 5 5

基础知识 15 15 15 15 15

相关知

识要求

材料检查 15 10 10 - -

材料与器具清洗 10 10 10 5 5

晶体制备 55 60 60 65 65

培训与管理 - - - 10 10

合计 100 100 100 100 100

4.1.2 晶体切割工

技能等级

项目

五级/

初级工

（%）

四级/

中级工

（%）

三级/

高级工

（%）

二级/

技师

（%）

一级/

高级技师

（%）

基本要求
职业道德 5 5 5 5 5

基础知识 15 15 15 15 15

相关知

识要求

材料检查 15 10 10 - -

材料与器具清洗 10 10 10 5 5

晶锭整形 10 10 10 15 15

定位面（槽）加工 10 10 10 5 5

晶体切片 35 40 40 45 45

培训与管理 - - - 10 10

合计 100 100 100 100 100

4.1.3 硅片研磨工
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技能等级

项目

五级/

初级工

（%）

四级/

中级工

（%）

三级/

高级工

（%）

二级/

技师

（%）

一级/

高级技师

（%）

基本要求
职业道德 5 5 5 5 5

基础知识 15 15 15 15 15

相关知

识要求

材料检查 15 10 10 - -

材料与器具清洗 10 10 10 5 5

晶片倒角 30 35 35 40 40

晶片研磨 10 10 10 5 5

晶片腐蚀 15 15 15 20 20

培训与管理 - - - 10 10

合计 100 100 100 100 100

4.1.4 硅晶片抛光工

技能等级

项目

五级/

初级工

（%）

四级/

中级工

（%）

三级/

高级工

（%）

二级/

技师

（%）

一级/

高级技师

（%）

基本要求
职业道德 5 5 5 5 5

基础知识 15 15 15 15 15

相关知

识要求

材料检查 15 10 10 - -

材料与器具清洗 10 10 10 5 5

晶片抛光 55 60 60 65 65

培训与管理 - - - 10 10

合计 100 100 100 100 100
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4.2 技能要求权重表

4.2.1 晶体制备工

技能等级

项目

五级/

初级工

（%）

四级/

中级工

（%）

三级/

高级工

（%）

二级/

技师

（%）

一级/

高级技师

（%）

技能

要求

材料检查 15 10 10 - -

材料与器具清洗 15 15 15 5 5

单晶制备 70 75 75 75 75

培训与管理 - - - 20 20

合计 100 100 100 100 100

4.2.2 晶体切割工

技能等级

项目

五级/

初级工

（%）

四级/

中级工

（%）

三级/

高级工

（%）

二级/

技师

（%）

一级/

高级技师

（%）

技能

要求

材料检查 15 10 10 - -

材料与器具清洗 15 15 15 5 5

晶锭整形 15 15 15 15 15

定位面（槽）加工 15 15 15 15 15

晶体切片 40 45 45 45 45

培训与管理 - - - 20 20

合计 100 100 100 100 100

4.2.3 硅片研磨工

技能等级

项目

五级/

初级工

（%）

四级/

中级工

（%）

三级/

高级工

（%）

二级/

技师

（%）

一级/

高级技师

（%）

技能

要求

材料检查 15 10 10 - -

材料与器具清洗 15 15 15 5 5

晶片倒角 40 40 40 35 35

晶片研磨 10 10 10 10 10

晶片腐蚀 20 25 25 30 30
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培训与管理 - - - 20 20

合计 100 100 100 100 100

4.2.4 硅晶片抛光工

技能等级

项目

五级/

初级工

（%）

四级/

中级工

（%）

三级/

高级工

（%）

二级/

技师

（%）

一级/

高级技师

（%）

技能

要求

材料检查 15 10 10 - -

材料与器具清洗 15 15 15 5 5

晶片抛光 70 75 75 75 75

培训与管理 - - - 20 20

合计 100 100 100 100 100


